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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Halbleiterbauelement mit mehreren Halbleiterchips 

(§1) Es wird ein Halbleiterbauelement vorgeschlagen, das 

w aus mindestens einem Halbleiterchip, Aufcenkontakten 
und einer Leiterbahnanordnung besteht, wobei das Halb- 
leiterbauelement aus mindestens einer Tragerlage, min- 
destens einer Zwischenlage und mindestens einer Deck- 
lage aufgebaut ist. Die Zwischenlage ist mit wenigstens 
einer Offnung versehen, in die Halbleiterchips einge- 
bracht sind. Die Tragerlage, die Zwischenlage und die 
Decklage werden ubereinander liegend miteinander ver- 
bunden und bilden ein Submodul. Werden mehrere Sub- 
module ubereinander aufgebracht, entsteht ein Halblei- 
terbauelement, in dem die Halbleiterchips sich in mehre- 
ren ubereinanderliegenden Ebenen befinden. Die Halblei- 
terchips konnen untereinander verbunden sein. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein HalbLeiterbauelement mit min- 
destens einer Tragerlage, mindestens einer Zwischenlage 
und mindestens einer Decklage, wobei auf der Tragerlage 5 
zumindest ein Halbleiterchip aufgebracht ist. 

Oberflachenmontierte elektronische Bauelemente, auch 
SMD-Bauelemente genannt, werden ubiicherweise in ein 
Gehause aus einer KunststoffpreBmasse eingebettet, aus 
dem elektrische Anschlusse herausgefuhrt werden. Es exi- 10 
stiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Gehausebaufor- 
men, die verschieden groB sind und eine unterschiediiche 
Anzahl an Anschlussen aufweisen. Ein Halbleiterchip wird 
dabei zunachst mit einem Tragerlage verbunden. Die Ver- 
bindung des Halb lei terc hips mit dem Tragerlage erfolgt ub- 15 
licherweise durch eine Klebung, diirch Lotung oder durch 
eine Legierung. Nach dem befestigen des Halbleiterchips 
werden dessen cinzclnc AnschluBpunktc mit den Anschliis- 
sen des Tragerrahmens, zum Beispiel mit Bonddrahten ver- 
bunden. Danach werden der Halbleiterchip und die An- 20 
schlusse des AnschluBrahmens so umspritzt, daB der Halb- 
leiterchip vollstandig gekapselt ist und die Anschlusse aus 
dem Gehause herausragen. 

Es besteht die Notwendigkeit, das Halbleiterbauelement 
mit moglichst geringen Abmessungen zu gesLalten. Bei 25 
moglichst geringem Volumen soil eine moglichst hohe Spei- 
cherdichte bzw. Performance des Halbleiterbauelements 
realisiert werden. Will man den Gehauseplatzbedarf verrin- 
gern, so geht dies bei peripherer AuBenanschluBanordnung 
nur durch eine deutliche Verfeinerung des AnschluBrasters. 30 
Mit dieser Miniaturisierung der AuBenanschluBordnung ge- 
rat man jedoch immer mehr an die Grenzen der ProzeBfahig- 
keit, sowohl bei der Fertigung als auch beim Einloten auf 
den Baugruppentrager. Dies bedingt vollkommen neue 
Technologien der Bauform, bei spiels weise das Multichip- 35 
modul (MCM). 

In einem Multichiprnodui werden mehrere Halbleiter- 
chips in einer Ebene nebeneinander auf ein Substrat aufge- 
bracht und mit diesem verbunden. Es besteht dabei die Mog- 
lichkeit, interne Chip zu Chip Verbindungen zu realisieren. 40 
Neben den Plastic-Leadframe- Packages, bei denen die 
Halbleiterchips auf eine Substratlage aufgebracht werden 
und die nach dem elektrischen Kontaktieren von einer um- 
gehenden Kunststoffspritzmasse umgeben werden, existie- 
ren auch Keramik-Packages mit einer Kavitat, in die die 45 
Halbleiterchips eingebracht werden. Man unterscheidet 3 
Konstruktion spri nzipien : 

In einer ersten Ausfuhrungsform wird ein Mehrlagenver- 
drahtungssystem (Substrat) in ein Gehause integriert. Dieses 
Prinzip findet vor alien bei den Plastic-Leadframe-Packages 50 
Anwendung. In einer zweiten Herstellungsform weist das 
Gehause bereits ein Verdrahtungstragersystem auf (Cofire- 
Keramik- und Laminat-Packages). In einer dritten und der 
einf achsten Form weist das Gehause eine Konstruktion ohne 
Verdrahtungstragersystem auf. Es bietet sich hierbei die 55 
Moglichkeit fiir einfache Multichipmodule mit zwei oder 
maximal 3 Halbleiterchips eine direkte Verbindung uber 
eine Drahtverbindung untereinander herzustellen. 

Neben der komplizierten Herstellung des sogenannten 
Substrats besteht der Hauptnachteil der Multichipmodule 60 
darin, daB diese nicht fur eine wirtschaftliche Massenpro- 
duktion geeignet sind. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht deshalb darin, ein 
Halbleiterbauelement zu entwickeln, bei dem bei geringem 
Volumcnvcrbrauch cine hohc Packungsdichtc crziclt wird. 65 

Diese Aufgabe wird gemaB den Merkmalen des Patentan- 
spruchs 1 gelost. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un- 
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teranspruche. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, mehrere 
Halbleiterchips in einem Halbleiterbauelement unterzubrin- 
gen, wobei die Halbleiterchips jedoch nicht nur auf einer 
Ebene angeordnet sind, sondem wobei diese auch uberein- 
ander in mehreren Ebenen angebracht sein konnen. Das 
Halbleiterbauelement besteht deshalb aus mindestens je- 
weils einer Tragerlage, einer Zwischenlage und einer Deck- 
lage, mindestens einem Halbleiterchip mit Kontaktpads auf 
einer Oberseite, aus AuBenkontakten und einer Leiterbahn- 
anordnung, wobei die Leiterbahnen die elektrische Verbin- 
dung zwischen den Kontaktpads des Halbleiterchips und 
den AuBenkontakten herstellen. 

Die Zwischenlage weist mindestens eine Offnung auf. 
Diese mindestens eine Offnung dient zur Aufnahme des je- 
weils mindestens einen Halbleiterchips. Die Leiterbahnan- 
ordnung befindet sich auf der Tragerlage. Die Zwischenlage, 
die Tragerlage und die Decklage sind iibcrcinandcrlicgcnd 
miteinander verbunden. Weiterhin ist das Bauelement da- 
durch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen der Tragerlage 
zum einen in einem Bereich in der Nahe der Halbleiterchips, 
zum anderen in einem Randbereich des Halbleiterbauele- 
mentes enden. 

Vorteilhaft bei einer derartigen Ausgestaltung des Bauele- 
ments isL es, daB sich das Halbleiterbauelement mit bekann- 
ten Fertigungsmethoden und Materialien herstellen laBt. Die 
Zwischenlage besteht zum Beispiel aus FR4 oder aber in ei- 
ner vorteilhaften Ausgestaltung aus einer ganz oder teil- 
weise durchoxidierten Aluminiumoxidfolie, auf deren Ober- 
seite Leiterbahnen geatzt oder gedruckt sind. Hierzu konnen 
die Fertigungsmethoden des printed-circuit-boards (PCB) 
verwendet werden. Die Zwischenlage besteht ebenso wie 
die Tragerlage entweder aus FR4 oder in der vorteilhaften 
Ausgestaltung aus der ganz oder teilweise durchoxidierten 
Aluminiumoxidfolie. In die Zwischenlage sind Offnungen 
gestanzt oder gepragt; es kann auch jedes andere bekannte 
Fertigungsverfahren angewendet werden. Auch dieser Her- 
stellung sschritt ist bekannt. Die Decklage besteht aus einem 
Material, das Warme gut ableitet und das vom thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten gut an die Werte von Tragerlage 
und Zwischenlage angepaBt ist. 

Das Halbleiterbauelement setzt sich aus sogenannten 
Submodulen zusammen. Ein Submodui besteht aus einer 
Tragerlage, auf dem ein bzw. beidseitig eine Zwischenlage 
auflaminiert ist sowie einer bzw. zwei Decklage(n). Die 
Decklage bzw. Decklagen wird (werden) auf der anderen 
Seite der Zwischenlage(n) aufgebracht und bildet bzw. bil- 
den den AbschluB des Halb lei terbauelementes. Dies bedeu- 
tet, das die eine Seite einer Zwischenlage die Decklage auf- 
weist, die andere Seite einer Zwischenlage die Tragerlage 
aufweist. Da sowohl die Decklage als auch die Tragerlage 
eine plane Oberflache- besitzen, konnen mehrere dieser ein- 
oder beidseitig ausgefuhrten Submodule zu einem Halblei- 
terbauelement zusammengefugt werden. Das einseitige 
Submodui besteht aus einer Tragerlage, bei dem auf einer 
Seite eine Zwischenlage aufgebracht ist, die ihrerseits durch 
eine Decklage bedeckt ist. Ein zweiseitiges Submodui ist 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tragerlage auf beiden Sei- 
ten mit einer Zwischenlage versehen ist, wobei die jeweils 
noch freie Seite der zwei Zwischenlagen durch jeweils eine 
Decklage bedeckt wird. 

Da jede Zwischenlage zumindest eine Offnung aufweist, 
in der jeweils mindestens ein Halbleiterchip eingebracht ist, 
wird durch das Zusammenfugen mehrerer Submodule uber- 
cinandcr cin Stapcln von Halbleiterchips in der dritten Di- 
mension erreicht. Hierdurch ist bei einem geringen Volu- 
menbedarf eine hohe Packungsdichte des Halbleiterbauele- 
mentes erzielt. 
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Die in der Nahe des zumindest einen Halbleiterchips lie- 
genden Leiterbahnenden sind so auf der Tragerlage aufge- 
bracht, daB die Leiterbahnenden innerhalb der in der Zwi- 
schenlage befindlichen Offnung oder Offnungen zum liegen 
kommen. 

Bei einem beidseitigen Submodul sind die Leiterbahnen 
auf beiden Seiten der Tragerlage aufgebracht. Es ist jedoch 
auch bei einern einseitigen Submodul denkbar, daB die Lei- 
terbahnanordnung auf beiden Seiten der Tragerlage aufge- 
bracht ist. Dies bringt den Vorteil mit sich, daB die Leiter- 
bahnfiihrung flexibler erfolgen kann. 

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen Halbleiter- 
bauelementes besteht darin, daB die Tragerlage ahnlich ei- 
nem PCB aufgebaut ist. Dies erlaubt es, sowohi gehauste als 
auch ungehauste Halbleiterchips in das Halbleiterbauele- 
ment zu integrieren. Die Halbleiterchips konnen sowohi 
mittels eines Flip-Chip-Prozesses auf die Tragerlage aufge- 
bracht wcrdcn, als auch mit ihrcr nicht strukturicrtcn Riick- 
seite auf die Tragerlage aufgeklebt oder laminiert werden 
und durch einen WirebondprozeB oder ein Spiderband mit 
den Leiterbahnen elektrisch verbunden werden. Die in den 
Offnungen liegenden Halbleiterchips konnen nach dem 
elektrischen Kontaktieren von einer KunststoffpreBmasse 
umgeben sein oder, falls die Zuverlassigkeit gewahrleistet 
is l, auch ohne die PreBmasse in der Offnung liegen. 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Halbleiterbau- 
elementes ist auf der Tragerlage zumindest ein passives 
Bauelement integriert. Die passiven Bauelemente konnen 
zum Beispiel elektrische Widerstande, Kapazitaten oder 
ahnliches sein. 

Vorteilhafterweise reicht die Decklage zumindest an einer 
Seite, an der keine AuBenkontakte angeordnet sind, iiber die 
Zwischenlage und die Tragerlage hinaus. In diesem Fall ist 
die Decklage als Warmeverteiler ausgefiihrt. Je nach abzu- 
fiihrender Verlustleistung des Halbleiterbaueiementes kann 
der iiber die Zwischenlage und die Tragerlage hinaus rei- 
chende Warmeverteiler optimiert werden. Die groBte War- 
meverlustieistung kann dann abgefuhrt werden, wenn die 
Decklage an alien Seiten, an der keine AuBenkontakte ange- 
ordnet sind, iiber die Zwischenlage und die Tragerlage hin- 
ausreicht. 

Die Tragerlage ragt an der Seite, an der die AuBenkon- 
takte des Halbleiterbaueiementes angeordnet sind, iiber die 
Zwischenlage und die Decklage hinaus. Hierdurch konnen 
die AuBenkontakte als Steckverbindungen ausgefiihrt wer- 
den. Werden die Leiterbahnen bis an das Ende des Trager- 
lage herangefiihrt, kann nach Aufbringen von Metallisie- 
rungen an den Enden der Leiterbahnen eine Steckverbin- 
dung, die auf einen Baugruppentrager elektrisch kontaktiert 
wird, hergestellt werden. Es ist jederzeit auch denkbar, daB 
die AuBenkontakte als Pins ausgefiihrt werden. Werden die 
Metallisierungskontakte der Steckverbindung auf beiden 
Seiten gegenuberliegend auf der Tragerlage angebracht, so 
ist es denkbar, daB beide Metallisierungen dasselbe elektri- 
sche Signal fuhren oder daB jede der beiden Metallisie- 
rungen ein eigenes elektrisches Signal fuhrt. Dies ist vor al- 
lem dann giinstig, wenn die Leiterbahnen beidseitig auf der 
Tragerlage angebracht sind. Um ein korrektes Anbringen 
des Halbleiterbaueiementes auf einem Baugruppentrager si- 
cherzustellen weist die Tragerlage eine mechanische Kodie- 
rung, zum Beispiel in Form von einer Aussparung oder ei- 
nes ausgeschnittenen Vielecks an einer Eckseite auf. Die 
mechanische Kodierung kann dabei jede erdenkliche Form 
annehmen, sofern sichergestellt ist, daB ein falsches Kontak- 
tieren auf dem Baugruppentrager vcrhindcrt wird. 

Um die Anzahl der AuBenkontakte moglichst gering zu 
halten, und um damit das Aufbringen und den Verlauf der 
Leiterbahnanordnung zu vereinfachen, ist es vorteilhaft, daB 



alle im Halbleiterbauelement befindlichen Halbleiterchips 
iiber eine gemeinsame Leiterbahn versorgt werden. Dies be- 
deutet, daB bei n Halbleiterchips (n-1) • 2 AuBenkontakte 
eingespart. werden konnen. T^eiterbahnen innerhalb des 

5 Halbleiterbaueiementes sorgen fur die elektrische Verbin- 
dung der mit den jeweiligen AuBenkontakte zur Versorgung 
dienenden Kontaktpads der Halbleiterchips. In einer vorteil- 
haften Ausgestaltung des Halbleiterbaueiementes wird als 
Zwischenlagenmaterial und als Tragerlagenmaterial eine 

to teiiweise durchoxidierte Aluminiumoxidfolie verwendet. 
Die Aluminiumoxidfolie weist den Vorteil auf, daB die War- 
meausdehnungkoeffizienten besser an die Werte von Halb- 
leiterchips und KunststoffpreBmasse angepaBt sind. Weiter- 
hin ubernimmt die Aluminiumoxidfolie eine Isolierung der 

15 einzelnen Lagen gegeneinander. Verbleibt ein metallischer 
Aluminiumkem in der teiiweise durchoxidierten Alumini- 
umoxidfolie, so ubernimmt dieser eine elektrische Abschir- 
mung der ubcrcinandcr befindlichen Zwischcnlagcn bzw. 
Tragerlagen. Weiterhin wird ein FeuchtereinschluB verhin- 

20 dert. Ein weiterer Vorteil ist eine gegeniiber der Verwendung 
von FR4 kostengiinstigere Herstellung der Aluminiumoxid- 
folie. 

In dem erfindungsgemaBen Halbleiterbauelement konnen 
Halbleiterchips verschiedener Art enthalten sein. Dies kon- 

25 nen beispielsweise Speicherchips und/oder Prozessoren 
sein. Die Halbleiterchips konnen untereinander mittels Lei- 
terbahnen verbunden sein, sofern die Halbleiterchips in ei- 
ner Ebene liegen. Mittels Durchkontaktierungen, die sich in 
der Tragerlage oder den Zwischenlagen befinden, ist es 

30 mbglich, Halbleiterchips, die sich in unterschiedlichen Ebe- 
nen befinden elektrisch miteinander zu verbinden. Sollen 
Halbleiterchips, die sich in unterschiedlichen Submodulen 
befinden, miteinander verbunden werden, so weisen die 
Decklage und die Tragerlage sogenannte Kontaktinterfaces 

35 auf. Die Kontaktinterfaces sind dabei so angebracht, daB 
diese beim Verbinden der Tragerlage eines Submoduls mit 
der Decklage eines anderen Submoduls genau iibereinander- 
liegen. Wird die Verbindung der beiden Submodule mittels 
eines anisotropen Klebers vorgenornmen, so ist gleichzeitig 

40 die elektrische Verbindung der Kontaktinterfaces von bei- 
den Zwischenlagen sichergestellt. Zur elektrischen Verbin- 
dung konnen ebenso Lotpasten oder Lotkugeln verwendet 
werden, wobei die Verbindung zwei Submodule dann auch 
mittels Klebung oder Lamination hergestellt werden kann. 

45 Ein anisotroper Leitkleber hat die vorteilhafte Eigenschaft, 
daB er z. B. in Y-Richtung leitend ist, wahrend er in der X- 
Ebene elektrisch isolierend ist, Gleichzeitig ubernimmt er 
die feste mechanische Verbindung zwischen einer Trager- 
lage und einer Decklage. Die Kontaktinterfaces sind elek- 

50 trisch mit einer Durchkontaktierung verbunden, die ihrer- 
seits mit einer Leiterbahn auf einer Tragerlage elektrisch lei- 
tend verbunden sind. ^ 

Der Vorteil des erfindungsgemaBen Halbleiterbaueiemen- 
tes besteht darin, daB in einem Submodul funktional zusarn- 

55 men gehorende Gruppen unterge bracht werden konnen. Es 
konnen Halbleiterchips unterschiedlicher Art, zum Beispiel 
Speicherbausteine mit Prozessoren in einem Submodul 
kombiniert werden; weiterhin ist es moglich, passive Bau- 
elemente in einem Submodul zu integrieren. Dadurch, daB 

60 die beiden Seiten eines Submodules - bei einem einseitigen 
Submodul bestehend aus Decklage und Tragerlage, bei ei- 
nem zweiseitigen Submodul bestehend aus zwei Decklagen 
- plan sind, konnen mehrere Submodule iibereinander ge- 
bracht, verbunden und zu einem sehr kompakten Halbleiter- 

65 bauelement kombiniert wcrdcn. Durch die kompaktc An- 
ordnung der einzelnen Halbleiterchips in einem oder in 
mehreren Submodulen bzw. der passiven Bauelemente ist 
eine sehr gute Signalperformance aufgrund der kurzen Si- 
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gnallangen vor allem bei hoheren Frequenzen gewahrleistet. 
Weiterhin besteht die Moglichkeit, Halbleiterchips sowohl 
in einem Submodul elektrisch miteinander zu verbinden, als 
auch iiber Kont.akt.interfaces Halbleiterchips in verschiede- 
nen SubmoduLen miteinander zu verbinden. Bei einem 5 
zweiseitigen Submodul konnen zwischen zwei Halbleiter- 
chips sehr kurze Signalwege geschaffen werden, wenn diese 
gespiegelt auf dem Tragerlage angebracht werden, und die 
elektrischen Kontakte mittels Durchkontaktierungen durch 
die Tragerlage miteinander verbunden werden. Weiterhin ist 10 
eine gute Warrneabieitung durch die integrierten Decklagen, 
die auf jeder Zwischenlage angebracht sind, sichergestellt. 
Dadurch, daB mehrere Submodule ubereinander angebracht 
sind, ist eine geringere Verformung des komplett bestuckten 
und versiegelten Halbleiterbauelementes gewahrleistet. L5 
Eine kostengunstige Hers te Hung des Halbleiterbauelemen- 
tes ist moglich, da bekannte Herstellungstechnologien und 
Fcrtigungsgcratschaftcn vcrwcndct werden konnen. Durch 
den modularen Aufbau aus den Submodulen ist eine flexible 
Kombination verschiedener funktioneller Baugruppen mog- 20 
lich. 

Im folgenden soli ein Verfahren zum Herstellen eines 
Halbleiterbauelementes, das aus einem Submodul besteht, 
beschrieben werden. In einem ersten Schritt wird eine Tra- 
gerlage mit einer Leilerbahnanordnung und, falls erwiinscht, 25 
mit passiven Bauelementen bestiickt. AnschlieBend wird die 
Tragerlage mit einer Zwischenlage, die mindestens eine 
Offnung aufweist, verbunden. Das Verbinden geschieht vor- 
zugsweise durch Laminieren. In die Offnung der Zwischen- 
lage wird mindestens ein Halbleiterchip eingebracht, der mit 30 
der Tragerlage verbunden wird. Der Halbleiterchip kann da- 
bei mit seiner strukturierten Seite (face down) oder mit sei- 
ner Ruckseite auf der Tragerlage aufgebracht werden. An- 
schlieBend wird der Halbleiterchip elektrisch mit den Leiter- 
bahnen kontaktiert. Die Enden der Leiterbahnen sind so auf 35 
der Tragerlage aufgebracht, daB sie in die Offnung der Zwi- 
schenlage hineinragen. Nach dem elektrischen Kontaktieren 
kann die Offnung rnit einer KunststoffpreBmasse ausgegos- 
sen werden oder auch hicht. In einem letzten Schritt wird 
eine Decklage auf die Zwischenlage aufgebracht, wobei die 40 
zumindest eine Offnung der Zwischenlage bedeckt wird. 
Die Decklage wird fest mit der Zwischenlage, zum Beispiel 
durch Laminieren verbunden. In einem letzten. Schritt wer- 
den Metallisierungen auf die Enden der Leiterbahnen, die 
sich auf der Tragerlage befinden, die an der Seite, an der die 45 
AuBenkontakte vorgesehen sind, iiber die Decklage und die 
Zwischenlage hinausreicht, aufgebracht. 

Soil ein zweiseitiges Submodul hergestellt werden, so 
wird auf der zweiten Seite der Tragerlage eine Zwischenlage 
mit mindestens einer Offnung aufgebracht, in der wiederum 50 
jeweils mindestens ein Halbleiterchip eingebracht wird, 
elektrisch mit deri Leiterbahnen verbunden. AnschlieBend 
wird auf der zweiten Zwischenlage eine Decklage, die vor- 
zugsweise an alien Seiten, an der keine AuBenkontakte des 
Halbleiterbauelementes untergebracht sind, uber die Trager- 55 
lage und die zwei Zwischenlagen hinausreicht, aufgebracht. 
Die Metallisierungen auf der Tragerlage, die die AuBenkon- 
takte bilden, konnen ein oder zweiseitig auf der Tragerlage 
angebracht sein. 

Ein zweites Herstellungsverfahren unterscheidet sich von 60 
dem eben beschriebenen Verfahren dadurch, daB auf der 
Tragerlage, die die Leiterbahnen und die passiven Bauele- 
mente aufweist, zuerst die Halbleiterchips auf diese aufge- 
bracht und fest verbunden werden. AnschlieBend werden die 
Kontaktpads der Halbleiterchips zum Beispiel mittels Bond- 65 
drahten mit den Leiterbahnen der Zwischenlagen verbun- 
den. Die Halbleiterchips konnen dabei ein oder beidseitig 
auf die Tragerlage aufgebracht worden sein. Erst dann wird 
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ein oder zweiseitig jeweils eine Zwischenlage, die Offnun- 
gen an den Stellen der Halbleiterchips auf dem Tragerlage 
aufweist, auf die Tragerlage aufgebracht und mit diesem 
zum Beispiel durch Laminieren, verbunden. Die in den Off- 
nungen liegenden Halbleiterchips konnen durch PreBrnasse 
ausgegossen werden. Die weiteren Fertigungsschritte laufen 
entsprechend dem ersten Herstellungsverfahren ab. 

Hat man nach einem der beiden beschriebenen Ferti- 
gungsverfahren mehrere Submodule gefertigt, so konnen 
mehrere Submodule zu einem Halbleiterbauelement ver- 
bunden werden. Basis ist dabei ein zweiseitiges Submodul, 
auf dem jeweils ein oder mehrere einseitige Submodule auf- 
gebracht werden. Dies bedeutet, daB das Halbleiterbauele- 
ment auf beiden gegenuberliegenden Seiten immer durch ei- 
nen Decklage abgeschlossen ist. Zwei Submodule werden 
immer so zusammengefiigt, daB eine Decklage rnit einer 
Zwischenlage verbunden ist. 

Nachfoigcnd wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Figuren naher er- 
lautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1-3 ein Halbleiterbauelement im Querschnitt, beste- 
hend aus einem einseitigen Submodul, 

Fig. 4 und 5 ein Halbleiterbauelement im Querschnitt, be- 
stehend aus einem zweiseidgen Submodul, 

Fig. 6 ein Halbleiterbauelement in Draufsicht, 

Fig. 7 ein Halbleiterbauelement im Querschnitt, beste- 
hend aus je einem einseitigen und einem zweiseitigen Sub- 
modul und 

Fig. 8 ein Halbleiterbauelement im Querschnitt mit einer 
Variante bei den Bauelementkontakten. 

Fig. 1 zeigt ein Halbleiterbauelement, bestehend aus ei- 
nem einseitigen Submodul. Die Tragerlage 2 weist auf einer 
Seite Leiterbahnen 4 auf. Auf der Seite, auf der die Leiter- 
bahnen 4 aufgebracht sind, ist eine Zwischenlage 3, die Off- 
nungen 6 aufweist, aufiaminiert. Die Zwischenlage 3 ist 
durch eine Decklage 5 abgeschlossen. In die Offnungen 6 
sind Halbleiterchips 1 eingebracht und mit der Zwischen- 
lage 2 mittels eines Klebers 15 verbunden. In der gezeichne- 
ten Darstellung sind die Halbleiterchips 1 mit ihrer nichtlei- 
tenden Ruckseite auf die Zwischenlage 2 geklebt. Es ist 
auch eine andere Befestigungstechnik als Klebung denkbar. 
Die auf den Halbleiterchips 1 befindlichen Kontaktpads 14 
sind mittels Bonddrahten 10 mit den Leiterbahnen 4 elek- 
trisch verbunden. Die Offnungen 6 sind mittels einer Kunst- 
stoffpreBmasse 12 abgeschlossen. Die Decklage 5 schlieBt 
an den Seiten, an denen keine AuBenkontakte 8 angebracht 
sind, mit der Zwischenlage 3 ab. Die Tragerlage 2 ist an der 
Seite, an der die AuBenkontakte 8 angebracht sind iiber die 
Decklage 5 und die Zwischenlage 2 hinaus verlangert, wo- 
bei die Leiterbahnen 4 bis zum Ende der Tragerlage 2 rei- 
chen. An den Enden der Leiterbahnen 4 sind Metallisie- 
rungen 9 aufgebracht, die in Form von Steckverbindungen 
die AuBenkontakte 8 darstellen. Die in der Figur eingezeich- 
neten Halbleiterchips 1 konnen mittels Leiterbahnen 4 mit- 
einander elektrisch verbunden sein, oder auch nicht. Die in 
die Nahe der Halbleiterchips 1 liegenden Leiterbahnenden 4 
liegen dabei innerhalb der jeweiligen Offnungen 6. 

Fig. 2 zeigt eine Halbleiterbauelement, bestehend aus ei- 
nem einseitigen Submodul. Fig. 2 unterscheidet sich von 
Fig. 1 dadurch, daB die Decklage 5 zumindest an der den 
AuBenkontakten 8 gegenuberliegenden Seite uber die Zwi- 
schenlage 3 hinaus verlangert ist, um eine hohere Warme- 
verteilung zu erzielen. Weiterhin sind auf der Tragerlage 2, 
auf der die Leiterbahnen 4 zum Beispiel gcdruckt oder gc- 
atzt sind, passive Bauelemente 7 aufgebracht. Fig. 2 zeigt in 
der einen Zwischenlage 3 zwei Offnungen 6, in der sich je- 
weils ein Halbleiterchip 1 beflndet. Einer der Halbleiter- 
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chips 1 ist mittels Flip-Chip- Kontaktierung U auf der Tra- 
gerlage 2 befestigt und elektrisch mit den Leiterbahnen 4 
verbunden. Der andere Halbieiterchip 1 ist mit seiner Riick- 
seife auf die Tragerlage 2 geklebt und mittels Bonddrahten 
1.0 mit den Leiterbahnen 4 elektrisch verbunden. Die beiden 
Offnungen 6 sind mittels KunststoffpreBmasse 12 ausgegos- 
sen, um die Zuverlassigkeit des Halbleiterbauelementes si- 
cher zu stellen, z. B. durch eindringende Feuchtigkeit in die 
Offnungen 6. Es ist jederzeit denkbar, daB die Tragerlage 2 
mehr als zwei Offnungen 6 aufweist, und daB in einer Off- 
nung 6 auch mehrere Halbleiterchips 1 untergebracht sind. 

Fig. 3 zeigt ein Halbleiterbauelement, bestehend aus ei- 
nem einseitigen Submodul. Die Tragerlage 2 weist auf bei- 
den Seiten Leiterbahnen 4 auf. Auf einer Seite der Trager- 
lage 2 ist eine Zwischeniage 3, die Offnungen 6 aufweist, 
aufgebracht. In den Offnungen 6 liegt jeweils ein Halbieiter- 
chip 1, der mit seiner nichtleitenden Ruckseite auf die Zwi- 
scheniage 2 mittels Klcbcr 15 befestigt ist. Die Halbleiter- 
chips 1 sind mittels Bonddrahten 10 mit den Leiterbahnen 4 
elektrisch verbunden. Auf der Seite, auf der die Zwischen- 
iage 3 auf der Tragerlage 2 befestigt ist, weist die Tragerlage 
2 passive Bauelemente 7, die zum Beispiel Widerstande 
oder Kondensatoren sein konnen, auf. Die Decklage 5 ragt 
zumindest an der Seite, an der keine AuBenkontakte 8 ange- 
brachl sind, iiber die Zwischeniage 3 und die Tragerlage 2 
hinaus, um eine groBere Warrneabfuhr zu erzielen. Die auf 
der unteren Seite der Tragerlage 2 befindlichen Leiterbah- 
nen 4 sind mittels Durchkontaktierungen 16 durch die Tra- 
gerlage 2 mit Leiterbahnen 4 auf der Oberseite der Trager- 
lage 2 verbunden. Die beidseitige Leiterbahnfuhrung auf der 
Tragerlage 2 bringt den Vorteil, daB auf beiden Seiten der 
AuBenkontakte 8 eine Metallisierung 9 aufgebracht werden 
kann, und somit die Leiterbahnfiihrung flexibler ausgelegt 
werden kann. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, daB die dop- 
pelte Anzahl an externen AuBenkontakten erzeugt werden 
kann, ohne daB der Abstand zwischen zwei Leiterbahnen 4 
bzw. zwei Metallisierungen 9 verkleinert werden muBte. 

Fig. 4 zeigt ein Halbleiterbauelement irn Querschnitt, be- 
stehend aus einem beidseitigen Submodul. Auf der Trager- 
lage 2 sind beidseitig Leiterbahnen 4 sowie passive Bauele- 
mente 7 (nur auf einer Seite sichtbar) aufgebracht. Auf bei- 
den Seiten der Tragerlage 2 befindet sich jeweils eine Zwi- 
scheniage 3, die jede eine bestimmte Anzahl an Offnungen 6 
aufweist. In jede der Offnungen 6 ist zumindest ein Halbiei- 
terchip 1 eingebracht und mit der Tragerlage 2 verbunden. 
In der dargestellten Zeichnung sind alle Halbleiterchips 1 
mit ihrer nichtleitenden Ruckseite mittels Kleber 15 auf der 
Tragerlage 2 befestigt. Die elektrische Kontaktierung aller 
Halbleiterchips 1 ist mittels Bonddrahten 10 von den Kon- 
taktpads 14 der Halbleiterchips 1 auf die Leiterbahnen 4 
vorgenommen. Auf jede der beiden Zwischenlagen 3 ist 
eine Decklage 5 aufgebracht, die die Zwischeniage 3 mit 
den Offnungen 6 bedeckt. Die Decklagen 5 reichen an den 
Seiten, an denen keine AuBenkontakte 8 am Halbleiterbau- 
element angebracht sind iiber die Zwischenlagen 3 und die 
Tragerlage 2 hinaus. Halbleiterchips 1, die nicht in der glei- 
chen Zwischeniage 3 liegen, konnen mittels Durchkoniak- 
tierungen 16 untereinander verbunden sein. Die Durchkon- 
taktierungen 16 konnen jedoch auch nur dazu dienen, die 
Leiterbahnfiihrung zu optirnieren. Es ist nicht zwangsweise 
notwendig, daB jede Durchkontaktierung eine Chipto-Chip- 
verbindung herstellt. In der dargestellten Figur ist nur ein 
passives Bauelement auf der Tragerlage 2 dargestellt. Es ist 
jedoch selbstverstandlich mogiich, daB beidseitig der Tra- 
gcrlagc 2 passive Bauelemente aufgebracht sind. Die Au- 
Benkontakte 8 sind wie in den vorangegangenen Zeichnun- 
gen als Steckverbindungen ausgefuhrt, das heiBt die Leiter- 
bahnenden 4 weisen Metallisierungen 9 auf, iiber die ein 



Baugruppentrager kontaktiert werden kann. Zwei der darge- 
stellten vier Offnungen 6 sind mit PreBrnasse 12 ausgegos- 
sen. In den zwei anderen Offnungen 6 liegen die Halbleiter- 
chips 1 ohne umgebenden direkten Schutz. Sofern sicherge- 

5 stellt ist, daB, zum Beispiel durch eindringende Feuchtig- 
keit, die Zuverlassigkeit des Halbleiterbauelements nicht 
beeintrachtigt ist, muB die Offnung 6 nicht mit der PreB- 
rnasse 12 ausgegossen werden. 

Allen dargestellten Ausfuhrungsbeispielen ist gemein- 

10 sam, daB diese aus einer Tragerlage, zumindest einer Zwi- 
scheniage und zumindest einer Decklage bestehen. Dies be- 
deutet, ein Submodul wird entweder von zwei Decklagen 
abgeschlossen oder aber durch eine Decklage und die Tra- 
gerlage. Die Halbleiterbauelemente weisen eine absolut 

15 plane Oberflache auf, so daB mehrere der dargestellten Sub- 
module zu einem groBeren Halbleiterbauelement verbunden 
werden konnen. Der modulare Aufbau aus Submodulen 
bringt den Vorteil mit sich, daB funktioncll zusammcngcho- 
rende Bauteile in einem Submodul integriert werden kon- 

20 nen. Der Funktionsumfang eines Halbleiterbauelementes 
kann auf diese Weise durch Zusammenfugen mehrerer Sub- 
module leicht erweitert werden. Weiterhin wird durch das 
Vorsehen eines integrierten Warmeverteilers in Form der 
Decklage der thermische StreB auf das Bauelement verrin- 

25 gert. Je nach Ausgestaltung des Warmeverteilers kann eine 
optimale Warmeableitung erzielt werden. 

Fig. 5 zeigt eine Halbleiterbauelement in einer leicht ab- 
gewandelten Form eines beidseitigen Submodules. Fig. 5 
unterscheidet sich gegenuber Fig. 4 nur dadurch, daB eine 

30 von beidseitig auf der Tragerlage 2 aufgebrachten Zwi- 
schenlagen 3 nur eine Offnung 6 enthalt, in der im Quer- 
schnitt ein Halbieiterchip 1 zu erkennen ist. Die andere Zwi- 
scheniage weist in Analogic zu Fig. 4 zwei Offnungen 6 auf, 
in der jeweils ein Halbieiterchip 1 untergebracht ist. Eine der 

35 beiden Halbleiterchips 1 ist mittels Flip-Chip- Kontaktie- 
rung 11, der andere mittels Bonddrahten 10 elektrisch mit 
den Leiterbahnen 4 verbunden. Auch in Fig. 5 ist nur auf ei- 
ner Seite der Tragerlage 2 ein passives Bauelement 7 aufge- 
bracht. Es ist jedoch denkbar, daB auch auf der anderen Seite 

40 der Tragerlage 2 passive Bauelemente 7 integriert sind. Der 
in der unteren Zwischeniage 3 liegende Halbieiterchip 1 ist 
in seiner Offnung 6 nicht von PreBrnasse 12 umgeben. Die 
iibrigen Merkmale des in Fig. 5 gezeigten Halbleiterbauele- 
mentes unterscheiden sich nicht von den bisher beschriebe- 

45 nen Varianten. 

Fig. 6 zeigt ein Halbleiterbauelement in einer Draufsicht. 
Der besseren Obersichtlichkeit halber wurde die Decklage 
5, die auf der Zwischeniage 3 aufgebracht ist und die Off- 
nungen 6 verschlieBt, weggelassen. Die Zwischeniage 3 

50 weist in dem ausgefuhrten Beispiel drei Offnungen 6 auf, 
wobei in zwei Offnungen jeweils ein Halbieiterchip 1 liegt, 
und in einer groBen Offnung 6, die auf der rechten Seite der 
Zwischeniage 2 liegt, zwei Halbleiterchips 1 liegen. Weiter- 
hin zeigt das Ausfiihrungsbeispiel Leiterbahnen 4, die auf 

55 der Zwischeniage 2 aufgebracht sind, und an den Enden des 
Halbleiterbauelementes mit Metallisierungen 9, die als Au- 
Benkontakte 8 dienen, versehen sind. Die AuBenkontakte 8 
weisen eine Kodierung 17 in Form einer abgeschnittenen 
Ecke auf. Die mechanische Kodierung 17 dient dazu, ein 

60 falsches Einstecken des Halbleiterbauelementes auf einem 
Baugruppentrager zu verhindern. Die mechanische Kodie- 
rung 17 kann auch in Form einer Aussparung oder in Form 
eines abgeschnittenen Vielecks oder jeder anderen rnechani- 
schen Ausftihrung erfolgen, die sicherstellt, daB ein falsches 

65 Kontakticrcn des Halbleiterbauelementes auf einem Bau- 
gruppentrager sichergestellt ist. Die in der groBen Offnung 6 
liegenden zwei Halbleiterchips 1 sind mit ihrer nichtleiten- 
den Ruckseite auf dem Tragerlage 2 befestigt. Die auf dem 



BNSDOCID: <DE_18808986A1J_> 



DE 198 08 

9 

Halbleiterchip 1 befindlichen Kontaktpads 14 sind mittels 
Bonddrahten 10 elektrisch mit den Leiterbahnen 4 verbun- 
den. Die Leiterbahnenden reichen dabei in den Bereich der 
Offnung 6 hinein. Die in den anderen beiden OfTnungen 6 
liegenden Halb lei terc hips 1 sind mittels eines Flip-Chip- 5 
Prozesses mit der Trageriage 2 und den Leiterbahnen 4 elek- 
trisch und mechanisch kontaktiert. 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist es sinnvoll, daB 
die Vielzahl (n) an Halbleiterchips 1 durch gemeinsame Lei- 
terbahnen 4 versorgt werden. Dies bringt den Vorteil mit 10 
sich, daB die Anzahl der AuBenkontakte 8 bzw. der Metalli- 
sierungen 9 um die (n-1) • 2 verringert werden kann. Dies 
bedingt jedoch eine interne Verbindung der Kontaktpads 14 
der Halbleiterchips 1 untereinander mittels Leiterbahnen 4 
und/oder durch Kontaktierungen 16. 15 

Fig. 7 zeigt ein Halbleiterbauelement im Querschnitt, wo- 
bei dieses sich aus zwei Submodulen zusammensetzt. Basis 
dcs crfindungsgcmaBcn Halb lei tcrbauclcmcntcs ist cin bcid- 
seitiges Submodul, auf das ein einseitiges Submodul aufge- 
bracht ist. Das beidseitige Submodul besteht aus einer Tra- 20 
gerlage 2, die auf beiden Seiten Leiterbahnen 4 sowie, falls 
erwiinscht, passive Bauelemente 7, aufweist. Jede Zwi- 
schenlage 3 weist zwei Offnungen 6 auf, in die jeweils ein 
Halbleiterchip 1 eingebracht ist. Im Bild ist eine besonders 
vorteilhafte Ausgestaltung dargestellt, wenn die Halb lei ter- 25 
chips 1 untereinander verbunden werden sollen. Die kiirze- 
sten Signalwege lassen sich dann erreichen, wenn die Halb- 
leiterchips 1 gespiegeit auf der Trageriage 2 aufgebracht 
sind. In der Figur sind in den rechten Offnungen die Halblei- 
terchips 1 mit ihren nichtleitenden Ruckseiten auf der Tra- 30 
gerlage 2 mittels Kleber 15 befestigt und uber Bonddrahte 
10 auf Leiterbahnen 4 elektrisch verbunden. Die Leiterbah- 
nen 4, die gespiegeit auf der Trageriage 2 angebracht sind, 
sind mittels Durchkontaktierungen 16 miteinander verbun- 
den. Hierdurch lassen sich extrem kurze Signallaufzeiten er- 35 
reichen, was vor allein bei hohen Frequenzen von Vorteil ist. 
In den beiden linken Offnungen 6 sind die Halbleiterchips 1 
mittels Flip-chip-Kontaktierung 11 auf dem Trageriage 2 be- 
festigt und elektrisch mit den Leiterbahnen 4 verbunden. 
Auch hier iiegt eine gespiegelte Anordnung vor. Mittels 40 
Durchkontaktierungen 16 lassen sich sehr kurze Signallauf- 
zeiten erreichen. Diese sind sogar noch kiirzer, als wenn die 
Halbleiterchips 1 mittels Bonddrahten elektrisch kontaktiert 
sind. Das beidseitige Submodul weist auf jeder der Zwi- 
schenlagen 3 eine Decklage 5 auf, die an der den AuBenkon- 45 
takten 8 gegeniiberliegenden Seite iiber die Zwischenlagen 
3 und die Trageriage 2 hinaussteht. Die Zwischenlagen 3, 
die Trageriage 2 und die Decklage 5 sind mittels Lamination 
fest verbunden. Die Offnungen 6, in denen sich die Halblei- 
terchips 1 befinden, sind mit PreBmasse 12 ausgegossen. 50 
Weiterhin besteht das Halbleiterbauelement aus einem ein- 
seitigen Submodul, wobei dessen Trageriage 2 mit einer der 
Decklagen 5 des beidseitigen Submoduls verbunden ist. 
Sollen die Halbleiterchips des einseitigen Submoduls mit 
den Halbleiterchips 1 oder Leiterbahnen 4 des beidseitigen 55 
Submoduls verbunden werden, so ubernehmen Kontaktin- 
terfaces 13, die sich sowohl an der Unterseite der Zwischen- 
lage 2 als auch auf der entsprechenden Decklage 5 befinden, 
die Verbindung. Die Kontaktinterfaces 13 sind jeweils mit 
einer Durchkontaktierung 16 verbunden. Werden zwei Sub- 60 
module z. B. mittels eines anisotropen Leitklebers miteinan- 
der verbunden, so ist neben einer festen Verbindung der bei- 
den Submodule gleichzeiug die elektrische Verbindung an 
den Kontaktinterfaces 13 sichergestellt. Es ist jedoch auch 
denkbar, daB an Stcllcn der Kontaktinterfaces 13 Lotkugcln 65 
oder Lotpasten aufgetragen werden, die beim Zusammenfu- 
gen der beiden Submodule die elektrische Verbindung uber- 
nehmen. In der dargestellten Figur sind zwei Submodule 
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miteinander verbunden. Es ist jedoch jederzeit denkbar, daB, 
ausgehend von einem zweiseitigen Submodul, beliebig viele 
einseitige Submodule aufeinander aufgebracht werden, um 
das Bauelement somit. in der dritten Dimension erweitern. 
Die einseitigen Submodule konnen dann auch an den Deck- 
lagen 5 weitere Kontaktinterfaces 13 aufweisen, die die 
Halbleiterchips 1 verschiedener Submodule miteinander 
verbinden. Dadurch, daB in Submodulen vorteilhafterweise 
unterschiedliche funktionelle Baugruppen angeordnet sind, 
ist durch das Zusammenfugen der Submodule zu einem ein- 
zigen Halbleiterbauelement eine besonders raumokonomi- 
sche Losung gefunden. 

Fig. 8 zeigt ein Halbleiterbauelement im Querschnitt, das 
aus einem zweiseitigen Submodul und zwei einseitigen Suh- 
modulen besteht. Die einseitigen Submodule sind dabei 
symmetrisch auf dem beidseitigen Submodul aufgebracht. 
Die Symmetric bezieht sich dabei auf die auBere Gehaus- 
cumrandung, nicht jedoch auf die Anordnung der Halblei- 
terchips 1 und passiven Bauelemente 7 bzw. Leiterbahnen 4 
im Inneren der Submodule. Das in Fig. 8 gezeigte Halblei- 
terbauelement unterscheidet sich von den vorher beschrie- 
benen Varianten durch die Ausfuhrung der AuBenkontakte 
8. Anstatt einer Steckverbindung mit Metallisierungen 9, 
sind die AuBenkontakte 8 als Pins ausgefuhrt. Es sind je- 
doch auch noch andere AuBenkontaktfonuen denkbar als 
die in den Ausfuhrungsbeispielen gezeigten Varianten. 

Die Vorteile eines erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
mentes bestehen darin, daB diese aus modular aufgebauten 
Submodulen zusammengesetzt werden konnen. Jedes ein- 
zelne Submodul - einseitiges Submodul oder zweiseitiges 
Submodul - kann mit bekannten Herstellungstechnologien 
gefertigt werden. Dies ermoglicht eine kosterigunstige ratio- 
nelle und schnelle Fertigung eines Submoduls. Es sind auch 
keine neuen Bearbeitungsmaschinen zur Herstellung der 
einzeinen Bauteile notwendig. Weiterhin weist das erfin- 
dungsgemaBes Halbleiterbauelement den Vorteil auf, daB 
die komplett bestiickten und versiegelten Module eine ge- 
ringere Verformung aufweisen, als wenn die einzeinen 
Halbleiterbauteile - Halbleiterchips, passive Bauelemente, 
usw. - auf einem Baugruppen trager in einzelner Form ne- 
beneinander aufgebracht wiirden. Aufgrund der kompakten 
Bauweise kann eine verbesserte Signalperformance, die vor 
allem bei hoheren Frequenzen von Vorteil ist, erzielt wer- 
den. Die Halbleiterbauelemente weisen eine niedrige Bau- 
hohe auf und konnen aufgrund der planen Flachen aufeinan- 
der gestapelt und miteinander verbunden werden. 

Patentanspriiche 

1. Halbleiterbauelement mit zumindest jeweils einer 
Trageriage (2), einer Zwischenlage (3) und einer Deck- 
lage (5), wobei die Trageriage (2), die Zwischenlage 
(3) und die Decklage (5) ubereinanderliegen und wobei 
zumindest ein Halbleiterchip (1) in der Zwischenlage 
(3) eingesetzt ist und mittels seiner Kontaktpads (14) 
mit einer auf der Trageriage (2) vorgesehenen Lei- 
tungsanordnung (4) ist, die zu AuBenkontakten (8) des 
Halbleiterbauelementes fuhrt. 

2. Halbleiterbauelement nach Patentanspruch 1, wobei 

- die zumindest eine Zwischenlage (3) mit zu- 
mindest einer 

- Offnung (6) versehen ist, die den zumindest ei- 
nen Halbleiterchip (1) aufweist, 

- die Leiterbahnanordnung (4) in einem Bereich 
in der Nahc dcs Halbleiterchips (1) und cincm 
Randbereich des Halbleiterbauelementes endet. 

3. Halbleiterbauelement nach Patentanspruch 2. da- 
durch gekennzeichnet, daB die zumindest eine Deck- 
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lage (5) als Warmeverteiler ausgebildet ist. 

4. Halbleiterbauelement nach Patentanspruch 1, 2 oder 
3 dadurch gekennzeichnet, daB auf der Tragerlage (2) 
ein- oder beidseitig jeweils eine Zwischenlage (3) auf- 
gebracht ist. 5 

5. Halbleiterbauelement nach Patentanspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die eine Seite einer Zwi- 
schenlage (3) eine Decklage (5), die andere Seite einer 
ZwischenLage (3) eine Tragerlage (2) aufweist. 

6. Halbleiterbauelement nach einem der Patentanspru- 10 
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die in der 
Nahe des zumindest einen Halbleiterchips (1) liegen- 
den Leiterbahnenden (4) innerhalb einer Offnung (6) 
liegt. 

7. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen- 15 
den Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Leiterbahnanordnung (4) ein- oder beidseitig auf der 
zumindest cincn Tragerlage aufgebracht ist. 

8. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen- 
den Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 20 
zumindest eine Tragerlage (2) zumindest ein passives 
Baue lenient (7) aufweist. 

9. Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehen- 
den Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Decklage (5) an zumindest einer Seite, an der keine 25 
AuBenkontakte (8) angeordnet sind, iiber die Zwi- 
schenlage (3) und die Tragerlage (2) hinausreicht. 

10. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Tragerlage (2) an der Seite, an der die AuBenkon- 30 
takte (8) angeordnet sind, iiber die Zwischenlage (3) 
und die Decklage (5) hinausreicht. 

11. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
alle Halbleiterchips (1) iiber eine gemeinsame Leiter- 35 
bahn (4) versorgt werden. 

12. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die AuBenkontakte (8) zumindest einer Tragerlage (2) 
eine mechanische Kodierung (17) aufweisen. 40 

13. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
als Zwischenlagenmaterial und als Tragerlagenmate- 
rial eine teilweise durchoxidierte Aluminiumoxidfolie 
verwendet wird. 45 

14. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Tragerlage (2), die Zwischenlage (3) und die Deck- 
lage (5) Durchkontaktierungen (16) aufweisen. 

15. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 50 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
signalfiihrende Kontaktpads (14) von zumindest zwei 
Halbleiterchips (1) mittels der Leiterbahnanordnung 
(4) und/oder der Durchkontaktierungen (16) miteinan- 
der eiektrisch verbunden sind. 55 

16. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Decklage (5) und die Tragerlage (2) zumindest ein 
Kontaktinterface (13) aufweisen, wobei das zumindest 
eine Kontaktinterface (13) mit der Leiterbahnanord- 60 
nung (4) oder mit Durchkontaktierungen (16) eiek- 
trisch verbunden ist. 

17. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die vcrlangcrtcn Enden der Tragerlage (2) AuBenkon- 65 
takte (8) aufweisen. 

18. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 



die AuBenkontakte (8) ein- oder beidseitig Metallisie- 
rungen (9) aufweisen, wobei jede der beiden Metalli- 
sierungen (9) ein elektrisches Signal fuhrt oder wobei 
beide Metallisierungen (9) dasselbe Signal fuhren. 

19. Halbleiterbauelement nach einem der vorherge- 
henden Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Tragerlage (2), die Zwischenlage (3) und die Deck- 
lage (5) mit anisotropen Leitkieber verbunden sind. 

20. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbaueie- 
mentes mit den Schritten: 

a) Vorsehen einer mit einer Leiterbahnanordnung 
(4) und zumindest einem passivem Bauelement 
(7) besttickten Tragerlage (2) 

b) Verbinden der Tragerlage (2) mit einer zumin- 
dest eine Offnung (6) aufweisende Zwischenlage 
(3) 

c) Einbringen zumindest eines Halbleiterchips 
(1) in die zumindest cine Offnung (6) 

d) Verbinden des zumindest einen Halbleiter- 
chips (1) mit der Tragerlage (2) 

e) elektrisches Kontaktieren des zumindest einen 
Halbleiterchips (1) mit der Leiterbahnanordnung 
(4) 

f) Aufbringen und Verbinden einer Decklage (5), 
wobei die Zwischenlage (3) nut der zuimndest ei- 
nen Offnung (6) bedeckt wird und 

g) Aufbringen von Metallisierungen (9) auf die 
Enden der Leiterbahnen (4) 

21. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbaueie- 
mentes mit den Schritten: 

a) Vorsehen einer mit einer Leiterbahnanordnung 
(4) und zumindest einem passivem Bauelement 
(7) bestuckten Tragerlage (2) 

b) Vorsehen zumindest eines Halbleiterchips (1) 
auf der Tragerlage (2) 

c) Verbinden des zumindest einen Halbleiterchips 
(1) mit der Tragerlage (2) 

d) elektrisches Kontaktieren des zumindest einen 
Halbleiterchips (1) mit den Leiterbahnen (4) 

e) Aufbringen und Verbinden der Tragerlage (2) 
mit einer zumindest eine Offnung (6) aufweisende 
Zwischenlage (3) 

f) Aufbringen und Verbinden einer Decklage (5), 
wobei die Zwischenlage (3) mit der zumindest ei- 
nen Offnung (6) bedeckt wird und 

g) Aufbringen von Metallisierungen (9) auf die 
Enden der Leiterbahnen (4). 

22. Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterbauele- 
mentes nach Anspruch 20 oder 21 mit den Schritten: 

a) Fertigen zumindest zweier Sub-Module nach 
Anspruch 20 oder 21, wobei die Tragerlage (2) 
genau eines Sub-Modules beidseitig mit jeweils 
einer Zwischenlage (3) verbunden ist. 

b) Zumindest einmaliges Verbinden zweier Sub- 
Module, wobei eine Decklage (5) mit einer Zwi- 
schenlage (3) zusammengefugt wird. 
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